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favor de:

JOSEPH LUCAS (INDUSTRIES) LIMITED
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Inventor: David Thomag Wall

Prioridades: Solicitudes de petente en
Gran Bretafia n2s. 11920/1969
y 58726/1969 de fechas 6 Mar
zo 1969 y 2 Diciembre 1969,
regpectivamente.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta invencidén se refiere a un método paras realizar

conexiones eléctricas con un dispositivo semiconductor. ~ -

Un método segin la invencién incluye las etapas de
depositar una capa de niquel sobre el dispositivo semicon~
ductor, difundir el nfguel por el dispositivo semiconductor
a una températura tal que el nfquel se adhiera al dispositi
vo'y deje una capa de nfguel libre sobre la superficie del

dispositivo, y realizar la conexién eléctrica con dicho nf-

- guel libre de la superficie del dispositivo, = = = = = « «

Las operaciones de difusidén y de conexién pueden,

en algunos casos, constituir una sola etapa, = = = = = -~ ~

En un ejemplo de la invencidén, se deposita una capa
dé niquel de aproximaéamente 0,07 ﬁicras de espesor sobre
un dispositivo semicoﬁductor y se realizan las conexiones
eléctricas requeridas con el dispositivo por soldadura con
ﬁna suelda de aleacién de plomo-estafio durante un tiempo de
entre 5 y 60 segundos a 3202C, siendo suficiente la tempera

tura del proceso de soldadura para difundir parte de la ca~

- pa de nfquel por el dispositivo y quedando una pelfcula de

nfquel libre adherida a la superficie del dispositivo., - -
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_ Preferentemente, la capa de niquel se deposita sobré
el dispositivo semiconductor por medio de un método anelec-
trolftico de recubrimiento tal como, por ejemplo, el uso de
una solucién de recubrimiento de nfquel que contiene hidraci
na como agente reductor. EL dispositivo sémiconductor ge su~-
merge entonces primero en una soluciGn‘ge dcido fluorhfdrico,
luego se enjuaga y se suﬁerge en una solucidn de cloruro de
oro. El dispositivo st sumerge entonces en una solucién de
recubrimiento compuesta por acetato de nfquel, 4decido glicéli
co, tetra-acetato de etilendiamina tetrasédico o disddico e
hidracina, manteniéndosg la solucién @e recubrimiento a una
temperatura de 752C-952C y & un pH de 10,0-11,5. Las propor-
ciones de los constituyentes y el tiempo durante el cual e}
dispositivo se sumerge en la solucién de recubrimiento son
tales que se deposite sobre el dispositivo una capa de niqﬁel
de 0,07 micrés de espesor, después de lo cual el dispositivo

se lava en agua desionizada y Se S8€Ca. = = = = = = = = = = =

El espesor del nfquel depositado sobre la superficie
del dispositivo puede ser de hasta 0,2-0,3 micras o mds pero
es importante que el espesor no sobrepase este limite dado
que el depbsito resultante salta muy fécilmente. De hecho, el
espesor de la capa de nfquel requerida a depositar sobre el
disposifivo depende del historial del dispositivo, del acaba-
do superficial del dispositivo y de otros pardmetros que in-

cluyen el tipo de dispositivo a fabricar, = « = = = = = = = =

Se observard que la operacidn de difusién puede ser

independiente de la etapa de conexifn. — = = = = = = = = = -
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Se declaran de novedad y propiedad para Espaiia, sus

territorios y plazas de soberanfa, las siguientes: = - - - =

EIVINDICACIONES

1.= Método para realizar conexiones eldctricas con
un dispositivo semiconductor, caracterizado porque incluye
las etapas de depositar una capa de nfquel sobre el disposi-
tivo semiconductor, difundir el niguel por el dispositivo sg
mieonductbr a una temperatura tal que el nlquel_se adhiera
al dispositivo y deje una capa de nfgquel libre sobre la su-
perficie del dispositivo, ¥y reélizar la conexidn eléctrica

con dicho nfquel libre de la superficie del dispositivo., = =

2.~ Método segin la reivindicacién 1, caracterizado
porque la difusién del nfquel por el dispositivo y la reali-
zaciéh de la conexidén eléctrica con dicho nfquel libre de la

superficie del dispositivo constituyen una sola etapa. - - -

3.~ Método segin la reivindicacién 1 o 2, caracteri-
zado porgque la conexi&n eléctrica se realiza con el dispogi-

tivo,.por soldadura con una suelda de aleacién de estafio-plgo

4.~ Método segin cualguiera de las reivindicaciones

172 3, caracterizado porque dicha capa de niquel se deposita

sobre el dispositivo por medio de wna técnica anelectroliti-

ca de recubrimiento, = = ~ = = = - . - v v n o - - - - .
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5.~ Método segin la reivindicacién 4, caracterizado
porque se emplea en la técnica anelectrolitica de-recubri—
miento con niquel una sblucidn de recubrimiento que contie-
ne hidracina como agente reductor para depositar el niquel
de la solucidn de recubrimieﬂ&o sobre el dispositivo gemi~

CONAUCTEOTe = = = = = = = = = = = - - - mmwommwww ==

6.~ "METODO P@BA REALIZAR CONEXIONES ELECTRICAS CON
UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR": = = = = m = = = = - - -

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria que consta de cinco hojas, foliadas ¥y meca

nografiadaes por una sola de sus caras.

S s i 1

BARCELONA, 27 FEB. 1870 .
P. A M. CURELL SUROL
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